
BD109 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: SIEMENS 
Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-
no-planarny n-p-tt w obudowie metalowej, 
kolektor połączony elektrycznie z obudową, 
ciężar 8,3 G 

Zastosowanie: stopnie końcowe m.cz. i prze-
łączniki dużej mocy 

Typy podobne: KD601 (Tes), BD254 
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Rys. 1-358. Złączka izolacyjna dla tempera-
tury do 200°C 
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Rys. 1-359. Płytka mikowa 

Wartości charakterystyczne1* 

Pt utka-mikowa 
sucha :Rth '2,5 'C/W , 
natłuszczona; Rfh =t 'C/W 

min typ max 

ICBO 10 100 nA przy UCBO = 4 0 V 

IcBO 20 200 [iA przy Ucbo = 4 0 V , tcase = 150°C 

U(.BR)CEO 40 V przy ICE0 = 1 0 0 m A , timp = 2 0 0 (is, 

U(BR)CBO 60 V przy ICB0 = 1 0 0 [ i A 

U(BR)EBO 5 V przy Irbo = 10 [xA 

UcEsat 0,35 0,75 V przy Ic = 2 A, h21E = 10 

U BE sat 1,0 1,35 V przy Ic = 2 A, h21E = 10 

f r 30 MHz przy Ic = 200 mA, UCE = 10 V 

CcBO 35 70 pF przy Ucbo = 1 0 V 
lON 0,3 [AS przy Ic a 1 A, IB1 x IB2 x 50 mA 
tOFF 1,5 JJt,S przy Ic Si 1 A, IB1 IB2 50 mA 
A2I£(6) 70 przy Ic = 0,1 A, UCE = 1 V 

40 63 100 przy Ic = 1 A, UCE = 1 V 
40 przy Ic = 2 A, UCE = 5 V 

A21£(IO) 110 przy Ic = 0,1 A, UCE = 1 V 
63 100 160 przy Ic = 1 A, UCE = 1 V 

70 przy Ic = 2 A, UCE = 5 V 
h2!E (16) 180 przy Ic = 0,1 A, UCE = 1 V 

100 160 250 przy Ic = 1 A, UCE = 1 V 
120 przy Ic = 2 A, UCE = 5 V 

Ube 0,68 0,95 V przy Ic = 0,1 A, UCE = 1 V 
0,85 1,2 V przy Ic = 1 A, UCE = 1 V 
0,95 1,3 V przy Ic = 2 A, UCE = 5 V 

'> tcase = 25°C 



BD109 

UcEO max 
UcBO max 
UebO max 
^B max 
Ic max 

Wartości graniczne 

40 V P 1 tot max 18,52) W 
60 V 0 max 175 °C 

5 V Rth]-c 7 ° c / w 
0,5 A fstg -55-=- + 175 ° c 
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Rys. 1-360. Układ pomiarowy czasów prze-
łączania 

2> /cosc = 45°C 
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Rys. 1-361. Charakterystyki dopuszczalnej 
mocy strat w zależności od temperatury 

obudowy 

Rys. 1-362. Zależność dopuszczalnej obcią-
żalności termicznej od czasu trwania impulsu 

Rys. 1-363. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 

Rys. 1-364. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 



Rys. 1-365. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 

15 Usc[V] 2fl 

Rys. 1-366. Charakterystyki sterowania na-
pięciowego 

Rys. 1-367. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-368. Charakterystyki wyjściowe 



Rys. 1-369. Zależność prądu kolektora od Rys. 1-370. Zależność prądu kolektora od 
napięcia nasycenia kolektora napięcia nasycenia bazy 
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• Wartość, średnia 
Wartość rozrzutu 

SO 100 150tcase[°C]200 

Rys. 1-371. Zależność prądu zerowego ko-
lektora od temperatury obudowy 


